Verwendung: Germanium-pnp-Leistungs-
transistor fiir Verstarker-Endstufen und als GD 241
Paare fiir Gegentaktstufen im Niederfre-
quenz-Gebiet sowie Schalteranwendung bis
35 V. Zuldssige Umgebungstemperatur ¢/
von =25 °C bis 165 °C

Standard: TGL 200-8238

Abmessungen: Bauform D 2, TGL 11 811
Masse =~ 12 g

Zuld@ssige Hochstwerte

filr 8a = 45°C

-UcBo = 40V -ilc = 30A
-Ueeo = 20V le = 36A
-Ucer = 35V -l =06A
bei RBe = 5080 % = 85°C
-Uces = 40V By = 65°C

Warmewiderstand R = 4 g,;f

Kennwerte fir /o = 25°C -5 grd

I Swrom- -
Min Typ | Max MeBbedingungen verstirkungs-

gruppen

Reststrome

-lcBo 35 uA 100 A -Uce = 6V

-lceo 1 mA 3mA| <Uce= 6V

-lcev 0,1 mA 1mA| -Uce=30V,-Use =1V

-leso 50 A | 500 pA -Ues = 20 V

-lces E 0,5 mA 4 mA | -Uce = 40V

Ubergangsfrequenz

fr 450 kHz -Uce =6V, -lc = 0,1 A

Sdattigungsspannung

‘UCEE&[ ﬂ.ﬁ "J I'.'I,E v 'Ir_: - 3 A 'IE =0 5 A

Basis-Emitter-Spannung

-Use 035V 07V | -lc=05A, -Uce =6V

-UBe 0,75 V 14V | -lc=20A,-Uce =2V

Gleichstromverstdarkung

B 40 «lc =085 A, -UCE=6V

B 20 35 -lc=20A, -Uce =2V A

B 29 55 B

B 45 80 | C

B 68 D




Min Typ | Max | MefBbedingungen

B-Abfall
Bz, l =02A  yg=2V
R ] e = 05 A
Pdrchenbedingungen
le1 ' -lc =05 A, -Uce =6V
g2 | 12 | jc=80A, -UE=2V
Uset 12 | -le=30A,-Ue=2V
Usez
Die Schaltzeiten wurden mit folgender 1000
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Bestellbeispiel fir einen Transistor
der Stromverstarkungsgruppe C Transistor GD 241 C



Mazximale Verlustleistung als Funktion der 12 angendhert idecle
Umgebungstemperatur da. Kuhlung
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Mittlere  Kollektor-Emitter-Spannung  als
Funktion des GuBeren Basis-Emitter-Wider-
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Mittleres Kennlinienfeld fir #fa — 25°C
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Kollektor-Basis-Reststrom als Funktion der 10*
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Kollektor-Emitter-Reststrom als Funktion der 10
Sperrschichttemperatur fiir -Uce = 6 V S
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Kollekterstrom als Funktion der Basis-Emit-
ter-Sponnung
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